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شوم که مطالب مندرج در این پایان نامه حاصل کار پژوهشيي متعهد مي  يبنيسروش هاشماینجانب  

اینجانب تحت نظارت و راهنمایي اساتید دانشگاه صنعتي امیرکبیر بوده و به دستاوردهای دیگران کيه در 

ده است مطابق مقررات و روال متعارف ارجاع و در فهرست منيابع و مخخي  این پژوهش از آنها استفاده ش 

 سطح یا بالاتر ارائه نگردیده است.ذکر گردیده است. این پایان نامه قبلاً برای احراز هیچ مدرك هم

در صورت اثبات تخلف در هر زمان، مدرك تحصیلي صادر شده توسط دانشگاه از درجه اعتبار سياقط 

 حق پیگیری قانوني خواهد داشت. بوده و دانشگاه

باشيد. هرگونيه کلیه نتایج و حقوق حاصل از این پایان نامه متعلق به دانشيگاه صينعتي امیرکبیير مي

برداری، ترجميه و استفاده از نتایج علمي و عملي، واگ اری اطلاعات به دیگران یا چيا  و تکيیير، نهيخه

 نشييگاه صيينعتي امیرکبیيير ممنييوع اسييت. اقتبيياا از ایيين پایييان نامييه بييدون موافقييت کتبييي دا

 نقل مطالب با ذکر مخخ  بلامانع است.

 

 

 

 

 يبنيسروش هاشم

 

 

 



 

 ب 

 

 تقدیم به:

اند، و به و مشوق من بوده يهمواره حام شانانیپايب محبتکه با عشق و    زم یپدر و مادر عز

را با  نامهانیپا نیقوت قلب من بوده است. ا شهیهم  شی ها ت ی که حضور و حما  زم یخواهر عز

 .کنميم میتقد زانیبه شما عز ياحترام و قدردان تینها
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 تقدیر و تشکر

. کنميتشيکر مي محمد یاوری،  محترم، دکتر    یو سپاا، از استاد راهنما  يقدردان  تیبا نها

 اریمين بهي   یبيرا  ریمهي   نیي شما در طيول ا  غیدريب  یهاقیو تشو  هاتیحما  ها،یيراهنما

 نقطه ممکن نبود. نیبه ا دنیشما، رس يها و همراهارزشمند بود و بدون تلاش

 مانهیهمراه و مشوق مين بودنيد، صيم  ریمه  نیکه در ا  زمیاز دوستان عز  نیهمچن 

و   شيرفتیدر پ  يشيما نقيش مهمي   یهايو همدل  هايبخشزهیانگ  ها،تی. حماکنميتشکر م

 .بوديدشوارتر م اریبه يسفر علم نیشما، ا يمن داشت. بدون حضور و همراه تیموفق

 .کنميم يقلب قدردان میاز صم زان،یشما عز يتمام از



 

  چکیده 

 

 د 

 

 چکیده

 یبانيد بيالا بيرا  یبيه پهنيا  يابیبا هدف دسيت  کنندهتیتقو  یساختارها  يبه طراح  نامهانیپا  نیا 

 نیشيیپ  یبا کارها  ههیدر مقا  IIP2و    IIP3  ينگ یخط  یچند کاناله پرداخته و بهبود پارامترها  یکاربردها

 Cadenceافيزار در نرم TSMC-RF 65nm یشده در تکنولوژ يطراح یرا مد نظر قرار داده است. مدارها

 .اند شده یسازهیشب

 یو بارهيا  انیيجر  افيتیکهيکود باز  یهيتورهایاول، بيا اسيتفاده از ترانز  یشينهادیساختار پ  در 

 افيتیباز کیيشيده اسيت. تکن دجایا يمعکوا مناسب ونیزولاس یساختار متقارن و ا  ز،ینوکم  کنندهتیتقو

 يبیترک یسازيخط کیمدار شده است. تکن يهتگ یشا بیضر  شیو افزا  يباعث کاهش توان مصرف  انیجر

  ،ي در خروج  يمنف  دبکیبهبود داده است و با ف 5dBm+مدار را به    IIP3و جمع آثار مشتقات،   پهااعوجاج

IIP3  5+به  یينهاdBm است. افتهی شیافزا 

 تیييمتعييادل، قابل یمکمييل در طبقيه دوم و بارهييا یهييتورهایسياختار دوم، اسييتفاده از ترانز در 

در  ينگيیبهبيود خط ،يدر خروجي فیتضيع هیيناح یهيتورهایداده اسيت. ترانز  شیمدار را افيزا  نانیاطم

 تیيگ  یهيتورهایترانز  یيترارسانا  شیافزا  کیتکن  ن،یاند. همچندوم و سوم را فراهم کرده  یهاکیهارمون

را بيه هميراه داشيته   يکمتر و کاهش توان مصرف  انیاهم با جر  50امپدانس    قیتطب  ،یمشترك در ورود

بل بهبيود داشيته و دسيي  4بهره گرفته شده از این ساختار به نهبت بيا سياختار قبيل بيه مقيدار    است.

بل از ساختار دسي 7/2سازی پس از جانمایي به مقدار همچنین، خطینگي نهایي این ساختار بعد از شبیه

باشد. تطبیق امپدانس ورودی این ساختار بيا دهنده بهبود کارایي این ساختار مياول بالاتر بوده که نشان

اهم تنظیم شده و راکتانس ورودی بيازه تیییيرات تيا  50استفاده از ساختار افزایش ترارسانایي، در مقدار  

 کند.ط برای تطبیق ورودی را ایجاد ميکند که در پهنای باند شرایمیلي زیمنس را تجربه مي 20

بيه  جیکم بوده که با توجه به نتا يبالا با توان مصرف ينگ یبه خط يابیدست نامه،انیپا  نیاز ا  هدف 

 اهداف محقق شده است. نیدست آمده، ا

 های کلیدی: واژه

 افزایش ترارسانایي، توان مصرفي.نویز، بالون ذاتي، بارهای متقارن، خطینگي، عدد نویز، کننده کمتقویت
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Abstract  

 

 

 

Abstract       

 

 This thesis focuses on designing amplifier structures aimed at achieving high 

bandwidth for multichannel applications while improving linearity parameters IIP3 and 

IIP2 compared to previous works. The designed circuits were simulated using TSMC-RF 

65nm technology in Cadence. 

 In the first proposed structure, the use of cascode transistors with current recycling 

connected to low-noise amplifier loads results in a symmetrical structure and good reverse 

isolation. The current recycling technique significantly reduces the circuit's power 

consumption, markedly enhancing its figure of merit. The combined post-distortion 

linearization and derivative summing technique improves the circuit's IIP3 by +5dB, and 

with the negative feedback at the output, the final IIP3 reaches +5dBm. 

 In the second structure for the low-noise amplifier, the use of complementary 

transistors in the second stage and balanced loads increases the circuit's reliability. The 

transistors in the depletion region at the output, compared to those in the saturation region, 

provide improved linearity in the second and third harmonics due to the sign change in the 

harmonics generated by the current drawn from these transistors. Additionally, the 

transconductance enhancement technique for the common-gate transistors at the input 

achieves 50-ohm impedance matching with lower current, reducing power consumption. 

 The goal of the proposed structures in this thesis is to achieve high linearity with 

low power consumption, which has been successfully attained based on the reported 

results. 

 

Key Words: Low Noise Amplifier, Intrinsic Balun, Balanced Loads, Linearity, Noise 

Figure, Transconductance-Boosting, Power consumption. 
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